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１．概要（Summary） 

従来より GaAs のドライエッチングの手法として塩素系

ガスのプラズマが用いられている。用途に応じて、テーパ

ー角度を変える等して様々な形状を作製することが求め

られ、エッチング条件の調整が必要とされる。 

 今回、我々はエッチング条件とエッチング形状の関係を

探索するため、GaAs 基板上にフォトレジストによるパター

ニングを実施した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクアライナー 

【実験方法】 

φ2 インチ GaAs 基板表面を HMDS にて疎水化した

後、ライン＆スペースのレジストパターンを作製した。ベー

ク温度は 110℃とした。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 にパターニングしたサンプルの写真を示す。エッ

ジを除いてパターン崩れなくパターニングされていること

が確認された。 

Fig. 2に作製したレジストパターンの一部を光学顕微鏡

で観察した結果を示す。青矢印の領域はパターン幅とピ

ッチが 1:1、黄色矢印の領域は 1:2、赤矢印の領域は 1:3

となっており、ピッチの異なるパターンが 3 mm 角以内に

含まれていることが確認できた。 

 今後このサンプルを用いてエッチングテストを実施す

る。 

 

Fig. 1 The image of patterned sample. 

 

Fig. 2 The optical microscope image of patterned 

sample. 

４．その他・特記事項（Others） 

今回の実験にあたり、大阪大学ナノテクノロジー設備供用

拠点の津本様にご担当いただきました。深く感謝いたしま

す。 
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